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RS GF 100 GF 100

B — electronic
elechronic _
Germqnmm-pnp-Hochfrequenztransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11811 fir ZF- Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Verstdrker in AM-Empféngern. Kollektor-Basis-Reststrom -leso 1,5 uA 10 A
-Uecs = 6V
Kollektor-Basis-Reststrom -lcso 50 uA 500 pA
-Ucs = 15V
Koliektor-Emitter-Reststrom -feeo 85 uA 600 uA
-Uce = 6V
Kollektor-Emitter-Reststrom ~lces 25 uA
-Uce = 6V
Emitter-Basis-Reststrom ~leso 500 uA
= -Ues = 10V
c 2 Dynamische Kennwerte '
] S
B @ Grenzfrequenz fhotb 3MHz 5 MHz
£ ! ~Uce = 6V
0 : 25 - ~l¢ = 1 mA
f = 3MH:z
Masse ca. 0,4 g KurzschluBstromverstérkung h1ze 20
; < 0,5 grd/mW -U =6V
Warmewiderstand Rthja = g -ICCE oA
f = 1 kHz
cres g H bereich
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperatur
RauschmaB F 6dB 15dB
== \"
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso :Z v -Uce =6V
Emitter-Basis-Spannung -Ueso : 15 A ;lc = 0,5 aﬁ
Kollektorstrom -le : 15 mA R ; ?,SQ z
Emitterstrom le : 5 mA °
Basisstrom ;B = 75":(: Vierpolparameter gne gfom}S: :,4:15
hichttemperatur i - o . 11e P n
Sperfsc ichtte pt bereich —25°C bis +65°C -Uce =6V -g12e 3uS 7uS
Betriebstemperaturber -le = 0,5mA Cr2a 7 oF 14 pF
f == 0,5 MHz lya1el 13 mS 17,5 mS
Q220 30 uS 50 uS
Caze 25 pF 50 pF
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 100
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